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 暫定版 データシート 

2SB1691 
シリコン PNPエピタキシアルプレーナ形 
低周波電力増幅･ドライバ用 

特長 

• 小型面実装外形：MPAK (SC-59A) 
• 電流容量が大きい：IC = –1 A 
• 飽和電圧が小さい：VCE(sat) = –0.3 V max. (IC = –0.5 A, IB = –0.05 A) 
• 許容損失が大きい：PC = 800 mW *アルミナセラミック基板 (25 x 60 x 0.7 mm) 搭載時。 
• 2SD2655とコンプリメンタリペア 
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【注】 現品表示マークは「WL–」です。 

 

絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

コレクタ・ベース電圧 VCBO –60 V 

コレクタ・エミッタ電圧 VCEO –50 V 

エミッタ・ベース電圧 VEBO –6 V 
コレクタ電流 IC –1 A 

せん頭コレクタ電流 IC (peak) –2 A 

許容コレクタ損失 PC 800* mW 

接合部温度 Tj 150 °C 

保存温度 Tstg –55～+150 °C 

【注】* アルミナセラミック基板 (25 x 60 x 0.7 mm) 使用時の許容値 
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電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

コレクタ・ベース破壊電圧 V(BR)CBO –60 ― — V IC = –10 μA, IE = 0 

コレクタ・エミッタ破壊電圧 V(BR)CEO –50 ― — V IC = –1 mA, RBE = ∞ 

エミッタ・ベース破壊電圧 V(BR)EBO –6 ― — V IE = –10 μA, IC = 0 

コレクタ遮断電流 ICBO — ― –100 nA VCB =– 50 V, IE= 0 

エミッタ遮断電流 IEBO — ― –100 nA VEB = –5 V, IC = 0 

直流電流増幅率 hFE 200 ― 500 — VCE = –2 V, IC = –0.1 A 

コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) — –0.2 –0.3 V IC = –0.5 A, IB = –0.05 A*1 

ベース・エミッタ飽和電圧 VBE(sat) — –0.95 –1.2 V IC = –0.5 A, IB = –0.05 A*1 
利得帯域幅積 fT — 310 ― MHz VCE = –2 V, IC = –0.1 A 

コレクタ出力容量 Cob — 9.8 — pF VCB = –10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

【注】 1. Pulse test 
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主特性 
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外形寸法図 

MASS (Typ) [g]

0.011

Previous CodeRENESAS Code

PLSP0003ZB-A MPAK(T) / MPAK(T)V

JEITA Package Code

SC-59A

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
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発注情報 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

2SB1691WL-TL-E 
2SB1691WL-TL-H 

3000個 φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 
ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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